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Vorwort

Im Bereich der kommerziellen Telekommunikationstechnik ist der Trend nach kleineren und
giinstigeren Endgeréiten mit erhohter Funktionalitéit seit Jahren ununterbrochen. Die Realisie-
rung neuer Endgeriite erfolgt vermehrt auf Basis von kompakten Halbleiterschaltungen in einer
differentiellen Schaltungstechnik. Hierbei schrénken die Giiten der realisierbaren integrierten
Spulen die elektrischen Eigenschaften der eingesetzten Komponenten. Die zahlreichen verfiigha-
ren Publikationen zur Reduzierung des Platzbedarfs und Erhohung der Giite von integrierten
Spulen iiber die vergangenen Jahrzehnte belegen das hierbei noch vorhandene Verbesserungs-

potential.

Basierend auf neuartigen, im Rahmen dieser Arbeit eingefiihrten, induktiven Komponenten
wird eine Entwurfsmethodik fiir differentielle Schaltungen mit sowohl verbesserten elektrischen
Eigenschaften und als auch einem reduzierten Platzbedarf vorgestellt. Weiterhin wird ein Kon-
zept zum Entwurf von d&uflerst kompakten Symmetriergliedern mit einer erweiterten Funktiona-
litdt und einer so genannten Rondellspule als Kernelemente prasentiert. Diese von der Fakultit
fiir Ingenieurwissenschaften der Universitét Duisburg-Essen als Dissertation genehmigte Arbeit
entstand wihrend meiner Tétigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fachhochschule

Aachen im Rahmen eines Forschungsauftrags von Infineon Technologies AG in Miinchen.
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Entfaltungsmoglichkeiten bei der Durchfiihrung der Arbeit.

Herrn Prof. Dr.-Ing. Ingo Wolff méchte ich fiir die Ubernahme des Korreferats und die wert-

vollen Anregungen danken.
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Abkiirzungen
Balun Balanced-Unbalanced (Symmetrierglied)
FR4 Fire Resistant, class 4 (Epoxyharz-basiertes Trigerlaminat fiir Schaltungen der Hoch-
frequenztechnik)

HSDPA  High Speed Downlink Packet Access

HTCC High Temperature Co-Fired Ceramic

e Integrated Circuit
Lrce Low Temperature Co-Fired Ceramic
MIM Metal Insulator Metal

(M)MIC  (Monolithic) Microwave Integrated Circuit
RFID Radio Frequency Identification
SMD Surface Mounted Device

UMTS Universal Mobile Telephony Standard

Formelzeichen
a;,b; komplexe hin- und riicklaufende Wellengrofien
A Fliiche
B magnetische Flussdichte

co Lichtgeschwindigkeit



D elektrische Flussdichte

E elektrische Feldstéirke

f Frequenz, Streuungsfaktor

H magnetische Feldstérke

i,J Laufindizes fiir Matrix- und Vektorelemente, die von n=1 bis zur jeweiligen Dimension
reichen

i(t) Strom im Zeitbereich

I komplexer Stromzeiger

J Stromdichte

k Kopplungsfaktor

l Leitungslinge

L Induktivitit

M Gegeninduktivitét

n Laufindex, Anzahl der Windungen einer Spule

R, Ry Widerstand, magnetischer Widerstand

Sij Streuparametergrofien

t Zeitvariabel, Metallisierungshohe

u(t) Spannung im Zeitbereich

U komplexer Spannungszeiger

i Ubersetzungsverhéltnis der Strome und Spannungen eines Transformators

w Leiterbahnbreite

W magnetische Energie

Q Giite eines Bauelementes
Impedanz, Scheinwiderstand

Zy Wellenwiderstand (i.d.R. 50 Q)

zZ=,zZ* Bezugsimpedanz eines Leitersystems fiir den Gegentaktmode bzw. fiir den Gleichtakt-

mode
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oA

€0, €r

A Ao

1o, tr

Dampfungskonstante oder -belag einer Leitung
Phasenkonstante oder -belag einer Leitung
komplexe Ausbreitungs- oder Fortpflanzungskonstante einer Leitung
komplexe elektrische Léange

dquivalente Leiterdicke aufgrund des Skin-Effekts
absolute und relative Dielektrizitdtskonstante
magnetische Durchflutung

Wellenlidnge, Wellenléinge bei der Betriebsfrequenz
absolute und relative Permeabilitatskonstante
elektrische Leitfihigkeit

Phase

magnetischer Fluss

verketteter magnetischer Fluss

Kreisfrequenz, Frequenz





